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Sposéb hodowania monokrysztatéw tlenkéw magnetycznych

Przedmiotem wynalazku jest metoda hodowania monokrysztaléw tlenkéw magnetycznych za pomoca
topienia strefowego przy zastosowaniu topnika.

W dotychczas stosowanej metodzie otrzymywania monokrysztatéw metoda topienia strefowego konieczne
jest stosowanie temperatur niezbednych do stopienia krystalizowanego materiatu. W przypadku tlenkéw
magnetycznych sa to temperatury si¢gajace 1700°C.

Uzyskanie takich temperatur jest rzecza dosy¢ trudng a jeszcze bardziej skomplikowane i kosztowne jest
zdobycie takiego materiatu na tygiel, ktéryby nie topit si¢ w tej temperaturze lub nie reagowat z topionym
materiatem.

Dla obnizenia temperatury krystalizacji stosowano wigc topnik, ktéry obniza znacznie temperature
topnienia krystalizowanych substangji. Z nasyconego roztworu w wysokiej temperaturze przez stopione i powol-
ne obnizanie temperatury uzyskuje sig¢ krysztaly rosnace przypadkowo w stopionej masie. Ale iw tym
przypadku uniknigcie bardzo kosztownych tygli platynowych, ktére zreszta bardzo szybko ulegaja zniszczeniu,
nie jest mozliwe. Metoda ta jest ‘wigc ikosztowna i bardzo pracochlonna (czas krystalizacji rzedu kilkanascie
‘dni).

Wad powyzszych pozbawiony jest sposéb wedtug wynalazku, ktéry taczy pozytywne cechy metody
topienia strefowego tj. mozliwosci uzyskiwania duzych iodrazu orientowanych krysztatéw, dosyé znacznej
szybkosci otrzymywania krysztatéw z obnizeniem temperatury krystalizacji przez wprowadzenie w miejsce strefy
stopionego materiatu krystalizowanego topnika np. PbO + PbF, +Y,0; + Fe, 03, ktdéry tworzy z krystalizo-
wanym materiatem nasycony roztwdr ipozostaje w stalym kontakcie zjednej strony z monokrystalicznym
zarodkiem np. Y3 Fes0,, az drugiej strony z polikrystalicznym materiatem przeznaczonym do krystalizacji np.
xY,0; + yFe,03.

Tak wigc sposéb wedlug wynalazku, wyrdznia si¢ tym, zZe topnik wprowadza si¢ do strefy stopionej,
w ktorej utrzymuje si¢ réznice temperatur tak, azeby temperatura na jej granicy z pollkrysztalem byta wyzsza
od temperatury. na jej granicy z monokrysztatem.

Topnik stosuje si¢ w takiej najkorzystniej iloci, azeby teiiperature strefy stopionej omeyé 0 300—400°C
w stosunku do temperatury topnienia krystalizowanego materiatu, zwtaszcza w takiej ilosci, azeby tworzyt on
z materiatem sterfy stopionej roztwér nasycony w temperaturze krystalizacji.
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Wspomniana wyzej réznica temperatur (gradient) rzedu kilkunastu stopni C na stref¢ umozliwia transport
krystalizowanego materiatu od masy polikrystalicznej do monokrystalicznego zarodka. Rosnace czoto krysztatu
przesuwa krople topnika — strefe stopiona — z jednej strony, natomiast topnik w miar¢ odktadania monokrysz-
tatu dla uzyskania stanu nasycenia rozpuszcza nowe porcgje materiatu przeznaczone do krystalizacji. Oczywiscie
dla takiego przesuwania strefy niezbedne jest jednoczesne przesuwanie 16dki z krystalizowanym materiatem
w kierunku nizszych temperatur gradientu temperatury tak, aby stopiona strefa stale pozostawata w tym samym
miejscu gradientu.

Dodatkows zaleta wynalazku jest znacznie wigksza szybko$§¢ krystalizacji anizeli w przypadku zwyktej
metody topnika. Wynika to zfaktu , ze w metodzie topnika w miar¢ wzrostu krysztatéw koncentracja
krystalizowanego materiatu rozpuszczonego w topniku stale maleje, podczas gdy w proponowanej metodzie
koncentracja krystalizowanych sktadnikéw jest stale uzupelniana w miarg procesu krystalizacji przez rozpusz- -,
czanie nowych ilo$ci polikrystalicznego materiatu. ’

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb hodowania monokrysztaléw tlenkéw magnetycznych za pomocs topienia strefowego przy
zastosowaniu topnika i monokrystalicznego zarodka, znamienny tym, ze topnik wprowadza si¢ do strefy
stopionej, w ktérej utrzymuje si¢ réznice temperatur tak azeby temperatura na granicy strefy stopionej
z polikrysztatem byta wy2sza od temperatury na granicy tej strefy z monokrysztatem.

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze topnik wprowadza si¢ de strefy stopionej w takiej ilosci,
azeby obnizy¢ jej temperature o 300—400°C w stosunku do temperatury topnienia krystalizowanego materiatu.

3. Sposéb Wwediug zastrz. 2, znamienny tym, ze topnik stosuje si¢ w takiej ilodci, azeby tworzyl
z materiatem strefy stopionej roztwdr nasycony w temperaturze krystalizagji.
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